Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физические основы электроники»


1. Наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом


Дисциплина «Физические основы электроники» преподаётся студентам очной полной формы обу​че​ния по направлению подготовки бакалавра по направлению «210400 – Радио​техника» на 2 курсе в 3 семестре.


2. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «ФОЭ» является изучение студентами физических эффектов и процессов, лежащих в основе принципа действия полупроводниковых, электро​вакуумных и оптоэлектронных приборов.
В курсе изучаются физические процессы образования свободных носителей заряда в полупроводниках, процессы, происходящие на границе двух полупроводников, на границе металл–полупроводник, на границе диэлектрик–полупроводник. Также изучаются электри​ческие параметры и характеристики электрических контактов и структур полупроводнико​вой и электровакуумной электроники.


3. Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина относится к циклу  Б.3. профессиональных дисциплин и вариативной части основной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. «Высшая математика»,

2. «Физика».

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу​чении следующих дисциплин 

1. «Электроника»

2. «Схемотехника аналоговых электронных устройств»

4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую​щие результаты образования:

– иметь представление о современном уровне развития полупроводниковой электро​ники с учетом использования перспективных полупроводниковых материалов; о физических ограничениях, определяющих предел быстродействия и допустимую мощность рассеяния; 

– знать: физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия по​лупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов (ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-13);

– уметь: проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникационных устройствах; проводить математический анализ физи​ческих процессов в аналоговых и цифровых устройствах; проводить компьютерное модели​рование  (ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-16);

– владеть: навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при передаче информации (ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-16, ПК-18).


5. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля


Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.


Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.


Форма контроля: экзамен.


6. Краткое содержание дисциплины

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела

	1.
	Элементы зонной 

теории твёрдого тела.
	Роль ФОЭ  в развитии электроники. Модель атома. Ви​ды кристаллических решёток. Типы химических связей. Дефекты решетки. Понятие об энергетических уровнях и зонах. Распределение Ферми–Дирака.

	2.
	Свойства 

полупроводников.
	Собственный и  примесный полупроводники. Зонные диаграммы. Генерация и рекомбинация носителей. Токи дрейфа и диффузии в полупроводнике. Эффект внеш​него поля (режимы обед​нения, инверсии и обога​щения). Влияние поверхностных состояний.

	3.
	Контакты металл–полупроводник.
	Работа выхода. Контактная разность потенциалов. Виды контактов металл–полупроводник. Вольт–ампер​ные характеристики и зонные диаграммы омического и выпрямительного (Шоттки) переходов. Преимущества и недостатки.

	4.
	Электронно–дырочный переход.
	Электроно–дырочный переход в состоянии равновесия. Прямое и обратное включение p–n–перехода. Зонные диаграммы. Инжекция и экстракция носителей заряда в p–n–переходе. Вольт–амперная ха​рактеристика p–n–пе​рехода. Инерционные свойства p–n–перехода. Барьерная и диф​фузионная ёмкости p–n–перехода. Математичес​кая модель идеализированного перехода.

	5.
	Физические явления, 

вызывающие отклонения от идеализированной мо​дели 

p–n–пере​хода.
	Тепловой пробой p–n–перехода. Электрические: лавин​ный  и туннельный пробои p–n–пе​рехода.  Зависимость от температуры и концентрации примесей. Тун​нельный эффект. 



	6.
	Гетеропереходы.
	Особенности контакта между полупроводниками с раз​личными химическими свойствами. Принцип действия электрического гетероперехода между полупроводника​ми с разным типом проводимости и с одним типом про​водимости.

	7.
	Фотоэлектрические 

явления.
	Воздействие оптического излучения на полупроводники и электрические переходы. Фотопроводимость. Фото​гальва​нический эффект.

	8.
	Термоэлектрические 

явления в 

полупроводниках.
	Эффект Зеебека. Эффект Пельтье.

	9.
	Гальваномагнитный 

эффект Холла.
	

	10.
	Физические основы

вакуумной

электроники.


	Термоэлектронная эмиссия. Вторичная электронная эмиссия. Автоэлектронная эмиссия. Фотоэлек​тронная эмиссия. Управление потоком электронов полями. Ус​тройства управления электронным пучком и скоростью. Электронно–лучевые приборы. Взаимодействие частиц в газовой среде. Виды электрических разрядов. Процес​сы в плазме. Ионные приборы обработки и отображения информации.
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